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【はじめに】 β-Ga2O3 結晶中の転位は、デバイス作成や特性の劣化の観点から制御する必要が

ある。本報告では、垂直ブリッジマン(VB)法を用いて、成長結晶中の転位密度分布を３次元非定

常解析法により求めた。種結晶の方位は、[010], [-201], [-204], [001]の４種類に設定した。 

【解析手法】本計算では、独自に開発した計算コードを用いて直径約 2 インチのβ-Ga2O3結晶育

成中の温度分布と固液界面形状の２次元軸対称で解析を行った。さらに、本計算で得られた温度

分鵜を用いて結晶内の転位密度の 3次元解析[1]を行った。本計算では、HAS モデルを用い、転位

のすべり系に関しては、H. Yamaguchi [2]が報告しているスリップシステムを用いて計算を行った。 

【結果】Fig. 1は、VB法を用いた結晶育成中の炉内の温度分布を示す。融液内の温度分布は結晶

内の温度分布に比較して温度勾配が小さくなっている。これは、融液中の対流により温度分布が

均一化しているためである。Fig. 2 と Fig. 3は、それぞれ結晶成長方位が[010]と、[-201]の場合に

おける転位密度の３次元分布の計算結果を示す。これより、[010]成長の場合は[102]の方位、また

[-201]成長の場合は[010]の方位で転位密度が低くなることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 1 Temperature distribution in     Fig. 2 Dislocation density in    Fig. 3 Dislocation density in 

a furnace of β-Ga2O3.           a [010] grown crystal.             a [-201] grown crystal. 
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